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respostas das questdes selecionadas e também os nimeros das questdes ndo selecionadas (nao
respondidas). Apenas as 10 questdes selecionadas serao corrigidas.

- Todas as questfes tém peso igual a 1,0 (um virgula zero).
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mensagens, deverdo ser desligados antes do inicio da prova.

- Os dois ultimos candidatos a concluirem a prova, deverdo entregar a0 mesmo tempo o cartdo
resposta e assinar a Ata de aplicacdo da Prova Escrita.
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1. Suponha que se deseje investigar uma transformacdo quimica ou fisica, em um sistema
adiabatico, procedendo de um estado A para outro estado B. Com base na diferenga de entropia
(AS), podem ser feitas as seguintes afirmagdes:

i) Se AS for , a reacgao tendera a prosseguir espontaneamente do estado A para o
estado B.

ii)Se AS é , 0 sistema esta em equilibrio e nenhum processo espontaneo ocorrera.
iii) Se AS for , @ reacao tendera a ocorrer espontaneamente na direcio inversa, isto
€, de B para A.

Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.

(a) i. positivo — ii. zero — iii. positivo

(b) i. negativo — ii. zero — iii. positivo

(c) i. zero —ii. negativo — iii. positivo

(d) i. positivo — ii. zero — iii. negativo

(e) i. positivo — iii. zero — iii. zero

2. Um recipiente hermeticamente fechado de 22400 cm® tem inicialmente 2,00 mol de gas
hidrogénio e 1,00 mol de géas nitrogénio a 273 K. Considere que todo o hidrogénio reage com o
nitrogénio suficiente para formar amoénia. Qual a massa de amdnia que pode ser produzida?
(Dados: H = 1,00 g mol™; N = 14,0 g mol™).

Nog + Hzg — NHsg (equacdo nédo balanceada)
(22,79
(b) 34,09
(c)17,0g
(d)28,2¢g
(e)8,5¢

3. A corrosdo de metais € um processo eletroquimico indesejavel, que implica em um grande
impacto econdmico. A oxidagcao do ferro, conhecida como formagao de “ferrugem” (Fe,0s.xH,0),
pode ser inibida pelo revestimento da superficie com pintura, galvanizacdo ou pelo uso de
protecdo catodica.

A protecdo de um metal contra a corrosdo tornando-o catodo em uma célula eletroquimica é
conhecida como protecao catddica. O metal que € oxidado enquanto protege o catodo é chamado
de anodo de sacrificio, ou apenas metal de sacrificio.

Qual dos seguintes elementos quimicos ndo poderia agir como anodo de sacrificio para o ferro
(E°=-0,44 V)?

(a) zinco (E°=-0,76 V)

(b) cromo (E°=-0,74 V)

(c) estanho (E°=-0,14 V)

(d) aluminio (E°=-1,66 V)

(e) magnésio (E°=-2,36 V)



4. A reacdo do metal aluminio com 6xido de bario produz o metal bario.
BaOs + Alsy — AlLO3s + Bags  (equagdo ndo balanceada)
Qual sera a entalpia para a producédo do metal bario nesta rea¢éo?

Dados: 2 Ba(s) + Oz(g) — 2 BaO(S) AH° =—-1107 kJ

2 Al(s) + 3/2 Oz(g) - A|203(5) AH° = — 1676 kJ

Assinale a alternativa que responde corretamente a pergunta acima.
(a)—15,5kJ
(b) — 569 kJ
(c) + 569 kJ
(d) + 15,5 kJ

(e) + 1645 kJ

5. A forgca de uma ligagcdo quimica entre dois atomos € medida pela sua energia de dissociacao,
gue é a energia necessaria para separar os atomos ligados. Desta forma, quanto maior a energia
de dissociacdo (ou energia de ligacdo), mais forte é a ligacdo. A energia de ligacédo (1)
guando a multiplicidade da ligacdo aumenta, (2) guando aumenta o nimero de pares de
elétrons isolados em atomos vizinhos e 3) com o aumento do raio atbmico.

Quais termos abaixo completam adequadamente as frases acima:

(a) 1.cresce — 2. cresce — 3. decresce

(b) 1. decresce — 2. cresce — 3. decresce
(c) 1.cresce —2.decresce — 3. decresce
(d) 1.cresce — 2. decresce — 3. cresce

(e) 1.decresce — 2. decresce — 3. cresce

6. Considerando os diferentes comportamentos magnéticos da matéria, bem como suas
respectivas aplicacdes, assinale a alternativa incorreta:

(@) Temperatura de Curie (Tc) é a temperatura na qual um material passa de um estado
ferromagnético para um estado paramagnético;

(b) Os materiais diamagnéticos quando submetidos a um campo magnético externo apresentam
seus dominios magnéticos com alinhamento contrario a diregcdo do campo magnético aplicado;

(c) Quando aguecemos um ima permanente acima da sua Temperatura de Curie (T¢) 0 mesmo
passa do estado ferromagnético para o estado paramagnético. Quando o resfriamos abaixo desta
mesma Tc 0 mesmo volta ao seu estado ferromagnético, porém desmagnetizado;

(d) No estado paramagnético os materiais apresentam seus momentos de dipolos magnéticos
atdmicos desalinhados quando ndo estdo submetidos a um campo magnético externo e 0s
mesmos se alinham na direcdo do campo magnético externo, quando aplicado;

(e) Dominios magnéticos sdo regibes dentro de um material ferromagnético onde todos os
momentos de dipolos magnéticos atdmicos estédo alinhados numa mesma direcéo.



7. As propriedades fisicas dos sélidos, como ponto de fusdo e dureza, dependem tanto dos
arranjos das particulas (atomos, ions ou moléculas) quanto das forcas atrativas entre elas. A
Tabela abaixo classifica os sélidos de acordo com os tipos de forgas entre as particulas presentes
neles.

Classe Forgas entre as particulas Propriedades Exemplos
Forcas de London (disperséao), - . .
Q. . . ( ~p ) Pontos de fuséo relativamente baixos, geralmente
Molecular dipolo-dipolo, ligacdes de A . . A
. e condutores térmicos e elétricos ruins
hidrogénio
Covalente . - Duros, pontos de fusdo muito altos, geralmente
. LigagBes covalentes L . . B
ou reticular condutores térmicos e elétricos ruins
- o - Duros e quebradicos, alto ponto de fuséo, os
I6nico Atracdes eletrostaticas C

solliveis em agua déo solugbes condutoras

- S - Maleaveis, dlcteis, excelentes condutores
Metalico LigacBes metalicas P . D
térmicos e elétricos

Relacione os exemplos abaixo com a classe dos sélidos que melhor os representa.
i. () polimeros;

i. () metais;

iii. ( ) sais inorganicos;

iv.( ) ceramicas.

Assinale a alternativa CORRETA:

(@) i. A—ii. D—iii. C —iv.
(b) i. C —ii. D —iii. A—iv.
(c) i. B—ii. D —iii. C —iv.
(d) i. A—ii. B—iii. C—iv.
(e) i. A—ii. C—iii. D —iv.
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8. Em relacdo as propriedades opticas, indique se as afirmativas abaixo sédo verdadeiras (V) ou
falsas (F):

( ) Materiais transparentes séo aqueles capazes de transmitir a luz, apresentando pequena
absorcdo e reflexdo. Ja os materiais translicidos sdo aqueles através dos quais a luz é
transmitida de maneira difusa, ou seja, a luz é dispersa em seu interior ao nivel que os objetos
nao sédo distinguidos com clareza aos serem observados através de uma amostra do material.

( ) A opacidade, a translucidez ou transparéncia que percebemos de um material sélido, esta
relacionado com suas interacdes com a radiacao eletromagnética, que possui comprimentos de
onda na regido visivel do espectro.

( ) Quando a luz passa de um meio para outro, ocorre apenas a reflexdo ou a transmisséao
dessa radiacéo.

( ) A absorcdo e a emissdo da radiacdo eletromagnética ndo envolvem transicoes
eletrbnicas de um estado de energia para o outro.

( ) Alguns materiais sdo capazes de absorver energia e entdo reemitir luz visivel, em um
fenbmeno denominado luminescéncia.

Assinale a alternativa CORRETA:

(@ F,V,V,F,V

(b) V,V,F, V,V

(c) V,F,F,V,F

d) F,F,V,F, V

(e) V,\V,F,F,V



9. Em relagdo a nanotecnologia, analise a alternativa INCORRETA:

(@) A nanotecnologia engloba a pesquisa de estruturas com dimensdes nanométricas (10~ m),
em especial menores do que 100 nanémetros.

(b) A diminuicdo das dimensdes do material para nanoescala torna-o quimicamente mais reativo.

(c) Algumas das caracteristicas fisicas e quimicas exibidas pela matéria podem apresentar
mudancas drasticas a medida que o tamanho se aproxima das dimensdes atdmicas. Por
exemplo, materiais que sédo opacos no dominio macroscopico podem tornar-se transparentes
na escala nanométrica.

(d) A area de superficie de um material em nanoescala é significativamente inferior do que a area
de superficie do mesmo material em microescala.

(e) Materiais como grafeno e nanotubos de carbono podem ser considerados como
nanomateriais, pois apresentam pelo menos uma dimensédo em escala nanométrica.

10. Materiais compositos poliméricos podem ser obtidos pela adicdo de cargas particuladas ou
fibrosas em uma matriz polimérica. O objetivo dessa combinacéo é formar um novo material de
engenharia com propriedades diferentes das propriedades dos componentes puros. Em relag&o
aos compasitos poliméricos, analise as afirmativas abaixo:

( ) As propriedades mecéanicas de um compdsito polimérico reforcado com fibras séo
influenciadas pelo comprimento das fibras.

( ) Compésitos com fibras continuas unidirecionais apresentam propriedades mecénicas
anisotrépicas.

( ) A adesao interfacial entre matriz e fase dispersa nado influencia a magnitude das
propriedades mecénicas finais do compaosito.

( ) Em compésitos poliméricos, normalmente as fibras sdo mais ducteis que as matrizes
poliméricas.

( ) Considerando cargas com as mesmas dimensfes, a eficiéncia de reforco da carga

diminui a medida que se aumenta a razao de aspecto.
Assinale a alternativa CORRETA:
@V-V-F-V-V

(b)V-F-V—-F-F
() F-F-V-F-V
(dF-V-F-F-F
e V-V-F-F-F

11. Nos metais, a dependéncia da resistividade em funcdo da temperatura é determinada
principalmente pela:

(a) concentracdo de portadores.

(b) concentracdo de defeitos da rede cristalina.

(c) energia de ligacao dos elétrons da ultima camada.

(d) vibracao da rede cristalina.

(e) nenhuma das respostas anteriores.



12. Sabendo que os arranjos dos atomos e dos ions desempenham um papel importante na
determinacdo da microestrutura e das propriedades de um material, assinale a alternativa
INCORRETA:

(a) Nas estruturas cubicas, que contém apenas um atomo por ponto de rede, os &tomos possuem
um numero de coordenacdo relacionado a estrutura da rede;

(b) Quando comparada com as estruturas CS (cubica simples) e CCC (cubica de corpo centrado)
a estrutura do tipo CFC (cubica de face centrada) € considerada uma estrutura compacta,
apresentando a maior fragdo de empacotamento das estruturas cubicas;

(c) Um material é considerado isotrépico quando suas propriedades dependem da direcao
cristalografica ao longo da qual a propriedade € medida;

(d) A estrutura CFC (cubica de face centrada) tem o mesmo fator de empacotamento de uma
estrutura HC (hexagonal compacta);

(e) O fator de empacotamento atémico corresponde a fragdo do espaco ocupada por atomos,
partindo do principio que os atomos sdo esferas rigidas que tocam, sempre que possivel, seu
vizinho mais préximo.

13. Sabendo que os arranjos de a&tomos ou de ions em materiais contém imperfeigcdes ou defeitos,
analise as sentencas abaixo, indicando verdadeiro (V) ou falso (F):

( ) Entende-se por defeitos pontuais as descontinuidades localizadas nos arranjos atdmicos
ou idGnicos de uma estrutura cristalina;

( ) As discordancias sdo defeitos planares nos cristais e que sao introduzidos durante a
solidificacdo do material, quando o mesmo é deformado de modo permanente;

( ) A presenca de lacunas em um soélido desempenha um papel importante na taxa com que
0s atomos ou ions podem se mover ou se difundir em um material sélido;

( ) Os contornos de grdo podem, entre outras funcdes, servirem como barreira a
movimentacao das discordancias em um sélido;

( ) Um defeito autointersticial acontece sempre que um atomo diferente daqueles dos pontos

normais da rede esta localizado numa posicao intersticial.
Assinale a alternativa CORRETA:

@V,F V,V,V

(b)V,F, V,V, F

©)F,V,V,V,F

dV,F,FV,F

(e)V,F, F, FV

14. As temperaturas Te das fontes frias e as temperaturas To das fontes quentes de quatro
magquinas térmicas de Carnot séo as seguintes:

Maquina 1: T =400 K e To = 500 K

Maquina 2: T = 500 K e To = 600 K

Maquina 3: Te = 400 K e Tq = 600 K

Maquina 4: T = 600 K e To = 800 K

Coloque as maquinas em ordem de eficiéncia, comegando pela menor:
@1,23,4

(b) 1 e 2 empatadas, depois 3 e 4 empatadas

(©)2,1,3,4

(d)y2,1,4,3

(e)2,4,1,3



15. Aintroducéo de elementos de ligas ou de impurezas durante o processamento de um material,
além de alterar a sua composicdo também influencia seu comportamento durante a solidificagéo.
Considerando o conceito de diagrama de fases em equilibrio, indique verdadeiro (V) ou falso (F)
para as seguintes sentengas:

( ) A regra da alavanca é uma técnica utilizada para determinar a quantidade de cada fase
em um sistema bifasico;

( ) Um diagrama de fases do tipo isomorfo binario € aquele no qual constam dois
componentes com solubilidade sélida ilimitada;

( ) Temperatura liquidus € a temperatura acima da qual o primeiro sélido comega a se
formar;

( ) As solugBes sdélidas em materiais metélicos existem quando elementos ou compostos
com estruturas cristalinas bem distintas entre si formam uma fase quimicamente homogénea;

( ) O intervalo de solidificacdo € o espagco compreendido entre as linhas solidus e liquidus

em um diagrama de fases.
Assinale a alternativa CORRETA:
@F,V,F,F,V

(b)V,V,F, F,F

) V,V,F, F,V

(d)V,F,V,F,V

(e)V,F,F,V,V

16. A tabela abaixo mostra a temperatura de Debye 6 para alguns materiais:

Material 05 (K)
Al 433
Cu 347
Ag 277
Si 645
Fe 477

A respeito da temperatura 8p, assinale a alternativa CORRETA:

(a) Relaciona-se a dependéncia da capacidade térmica a volume constante C, com a temperatura
Cy=3R paraT=6p
Cy =AT3 para T <6
constante também independente de T.

(b) Relaciona-se a dependéncia da capacidade térmica a volume constante C, com a temperatura
3R

2 Pard T <ty . R é a constante universal dos gases e A uma

Cy =AT3 para T > 6,

constante também independente de T.

(c) Temperatura a partir da qual a resistividade elétrica dos metais apresenta uma dependéncia
linear com a temperatura: p = p,+aTl, em que p, € a S80 constantes intrinsecas de cada
material.

(d) Temperatura na qual ha uma mudanga nas propriedades magnéticas de certos materiais.
Quando T < 65, 0 magnetismo permanente de um material se torna um magnetismo induzido.

(e) Nenhuma das alternativas anteriores.

da seguinte maneira: { R é a constante universal dos gases e A uma

. . Cy =
da seguinte maneira: { v
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